
ウェットエッチングによるサファイア表面加工基板(PSS)を用いた  

深紫外 LED 用高品質 AlN テンプレートの作製 

Fabrication of high-quality AlN buffer layer for deep-UV LEDs grown on wet chemical 

etched patterned sapphire substrate 
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（緒言）深紫外 LED は殺菌・医療など応用分野が広く、現在、深紫外 LED の高効率化が重要な

開発課題となっている。AlGaN 系深紫外 LED では、サファイア基板上に高品質な AlN テンプレ

ートを作製することが重要となる。これまでの研究で、ドライエッチングを用いたドットパター

ンのサファイア加工基板（PSS）上に AlN を製膜してきたが、製膜した AlN 表面に段差が生じる

問題があった。そこで本研究では、ウェットエッチングによるホールパターン PSS を作製しその

上に AlN を製膜することで表面平坦性の改善を行った。 

（実験と考察）サファイア基板上にSiO2を200nm製膜し、ナノインプリント技術によって周期1μm

の三角格子パターンを形成した後、H2SO4：H3PO4＝3：1のエッチャントを用いて 280℃において

1 分程度サファイアをエッチングした。ウェットエッチングした PSS 上に MOCVD を用いてアン

モニアパルス供給多段成長法によって AlN を成膜した。エッチング後のサファイア基板の表面お

よび断面 SEM（図 1）より、エッチング面は三角のファセットが現れていることが分かる。図 2

に成膜した AlN の断面 SEM 像を示す。成長膜厚は 6μm程度で、ホールパターン上にボイドが観

測されている。AlN表面の段差は見られず深紫外 LED 用として良好な AlN テンプレートが実現し

た。AlN層の X線回折（XRD）の半値幅は(10-12)面で 444arcsecであった。断面 SEM像から、エ

ッチングファセット上に良好な成膜がされており表面の平坦性を向上させていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1、エッチング後のサファイア基板の SEM 像  図 2、成膜した AlNの断面 SEM像 
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